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『はじめに』 3C-SiC/Si上へのヘテロエピタキシャル成長技術は、大面積ダイヤモンドを合成す

るために重要な技術である。ヘテロエピタキシャルダイヤモンドを合成するためには、3C-SiC上

に形成されるダイヤモンド核の配向性の向上が必要である。核形成時のプラズマ密度はプラズマ

中の活性種を変化させるため、3C-SiC 上のダイヤモンドの配向性に影響するのではないかと考え

られる。そこで本研究では、3C-SiC 上のダイヤモンド核の配向性の向上を目的として、異なるプ

ラズマ密度を用いてダイヤモンドの核形成を行った。 

『実験方法』 3C-SiC(001)膜を低圧 CVD により Si(001)上に堆積したものを基板として用いた[1]。

ダイヤモンドの核形成には先端放電型MPCVD[2]を用いた。この時、マイクロ波電力を 200 W(250 

W/cm3)および 600 W(1100 W/cm3)と変化させることにより、プラズマ密度の影響を評価した。 

『実験結果』 ダイヤモンド核形成後の反射高速電子線回折(RHEED)像を図 1 に示す。マイクロ

波電力 200 W での核形成に対して、600 W では、ダイヤモンド回折点の幅が狭くなっている。こ

のことから、3C-SiC 上のダイヤモンドの配向性が向上していることがわかる。 

図 2 に 3C-SiC とエピタキシャルダイヤモンド核及び非エピタキシャルダイヤモンド核界面の

断面 TEM 像を示す。エピタキシャル核では、明瞭な界面が観察される。また、3C-SiC の 9 格子

につきダイヤモンドが 11 格子あることから、ミス

フィット転位によって歪緩和を行っていることが

示唆される。一方で、非エピタキシャル核では、界

面に非結晶性領域があり、エピタキシャル核形成を

阻害しているものと考えられる。高密度プラズマで

は、これらの形成を阻害する水素原子が増えたこと

によって、非エピタキシャル核が減少し、配向性の

向上につながったものと考えられる。高密度プラ

ズマを用いることで、3C-SiC 上への単結晶ダイヤ

モンドが期待できる。 
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Fig. 1 RHEED patterns of diamond grains 

nucleated under microwave powers of 

(a) 200 W and (b) 600 W. 

Fig. 2 Cross-sectional TEM images of 
interface between 3C-SiC and (a) 

epitaxial and (b) non-epitaxial 

diamond nucleus. 

第63回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2016 東京工業大学 大岡山キャンパス)20a-H103-9 

© 2016年 応用物理学会 04-090


